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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest plazmochemiczny sposdb nanoszenia powilok na naktadki
w zderzakach kolejowych, celem przedtuzenia czasu ich eksploatacji.

Znane jest powszechne zastosowanie technologii nanoszenia powtok w celu uzyskiwania powtok
oraz powilok przeciwuzyciowych na metalach i ich stopach. Znane jest rowniez zastosowanie tej tech-
nologii do uzyskiwania powtok na tworzywach sztucznych, przy czym nie wystepujg przemystowe za-
stosowania wykorzystania tej technologii.

Znane sg rowniez metody polegajgce na mocowaniu do stalowych powierzchni czotowych zde-
rzakow naktadek w celu przeniesienia procesu zuzycia tribologicznego wtasnie na te naktadki. Gdy na-
stepuje ich zuzycie uniemozliwiajgce dalszg eksploatacje zderzaka, wymienia sie jedynie naktadki. Bez
zastosowania takich naktadek konieczna bytaby wymiana catej pochwy zderzaka, z ktérg stalowa po-
wierzchnia czotowa zderzaka jest nieroztgcznie zwigzana. Dazy sie do ograniczenia zuzycia takze na-
ktadek w celu zmniejszenia czestotliwosci przeprowadzania operacji serwisowych zwigzanych z ich wy-
mianag.

Znany jest z amerykanskiego opisu patentowego US5976308A reaktor wykorzystujgcy komore
prézniowg oraz antene wysokoczestotliwosciowg w celu chemicznego naktadania powtok. Antena po-
woduje wygenerowanie plazmy w reaktorze za pomocg sprzezenia indukcyjnego W innych wariantach
wynalazku reaktor wyposazony jest w urzgdzenia do wstrzykiwania plazmy z predkos$cig ponaddzwie-
kowg, w obszar komory powyzej probki m. in. wykorzystuje do tego proste dysze wstrzykujgce plazme
do wewnatrz komory prézniowe;.

Znany jest z niemieckiego opisu patentowego DE19718518A1 proces naktadania warstwy dia-
mentowej za pomocg plazmy wykorzystujacy podioze dla substratu o regulowanej temperaturze,
w trakcie ktérego nastepuje chtodzenie substratu na ktéry naktada sie materiat. Chtodzenie dokonuje
sie za pomocg substanciji ciektej przepuszczanej przez podioze oraz za pomocg strumienia gazu ktéry
schtadza powierzchnie podtoza skierowang ku substratowi.

Znana jest z amerykanskiego zgtoszenia patentowego US2009229657A1 przezroczysta przewo-
dzgca warstwa oraz metoda jej naktadania przy pomocy plazmy generowanej za pomocg impulsow
elektrycznych. Metoda obejmuje umieszczenie substratu w reaktorze, stworzenie w nim atmosfery o
skfadzie korzystnie obejmujgcym gaz poddajacy sie jonizacji, taki jak argon, oraz kolejne natozenie na
substrat dwéch warstw cienkiego filmu z ktérych pierwsza jest warstwg nieprzewodzgcg elektrycznie z
tlenku metalu, natomiast druga warstwa jest warstwg przewodzacg prad elektryczny,
z tlenku metalu.

Znany jest z amerykanskiego zgtoszenia patentowego US2004200417A1 proces chemicznego
naktadania powtok w niskich temperaturach obejmujgcy wykorzystanie toroidalnego przeptywu plazmy.
Proces zaktada umieszczenie substratu w komorze reaktora nastepnie wprowadzenie don mieszanki
gazowej zawierajgcej naktadany pétprzewodnik, pézniej wytworzenie w nim toroidalnego przeptywu pla-
zmy przy utrzymaniu temperatury substratu ponizej 100 stopni Celsjusza.

Znany jest z amerykanskiego opisu patentowego US9410242B2 mikrofalowy, plazmowy reaktor
do nakfadania powtok. Reaktor posiada komore plazmowg, nosnik substratu, komponenty do wytwa-
rzania promieniowania mikrofalowego oraz system przeptywu gazu, przy czym nosnik otoczony jest
przez pierscien przewodzacy prad, stabilizujgcy plazme.

Znany jest ze zgtoszenia patentowego W02015187389A3 mikrofalowy komorowy reaktor pla-
zmowy do naktadania powtok oraz sposéb mikrofalowego, wspomaganego plazmg, naktadania mate-
riatu takiego jak diament. Proces wykorzystuje reaktor mikrofalowy wyposazony w komore mikrofalowa,
zaopatrzong m. in. w zrédto promieniowania elektromagnetycznego, przechodzgca w komore plazmowg
nastepnie w segment przewodzacy ktory zawiera substrat. Sposdb zaktada, po uprzednim dostrojeniu
reaktora za pomocg jego probnego uruchomienia, ktére umozliwia identyfikacje pozgdanych warunkéw
jego pracy, uruchomienie reaktora pod cisnieniem od 10 do 760 Toréw w warunkach pracy zidentyfiko-
wanych we wczeéniejszym kroku.

Plazmochemiczny sposdb nanoszenia powtok na naktadki w zderzakach kolejowych wedtug wy-
nalazku polega na tym, Zze oczyszczong rozpuszczalnikiem organicznym, np. C2H50H, naktadke wyko-
nang z materialu kompozytowego na osnowie polimeru, korzystnie polimidué (PAG), umieszczong
w reaktorze RF CVD odpompowuje sie w ukfadzie do prézni (5-10° + 1.10 Tr), poddaje procesowi
trawienia jonowego i funkcjonalizacji powierzchni w czasie 10 minut w temperaturze pokojowej, po uzy-
skaniu poziomu proézni, korzystnie 1.10%Tr, dozujgc do komory reaktora RF Ar, przepltywajacy
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z szybkoscig 200 cm3/min i ci$nieniu w komorze, korzystnie 0.4 Tr, nastepnie z wykorzystaniem gene-
ratora fal radiowych, korzystnie 13.56 MHz, jonizuje sie czasteczki do powstania plazmy argonowej,
przy mocy generatora plazmy korzystnie 10 W. Nastepnie poddaje sie procesowi depozycji powtoke
DLC na powierzchni PA6 w czasie 60 minut, w temperaturze pokojowe;j i cisnieniu w komorze nie mniej-
szym niz 0.1 Tr. Do komory reaktora RF dozuje sie mieszanine reakcyjng CHa, Hz, Ar, 0 stosunku prze-
ptywu CHa/H2/Ar=8/80/50, przy cisnieniu, korzystnie 0.2 Tr. Nastepnie z wykorzystaniem generatora fal
radiowych, korzystnie 13.56 MHz, jonizuje sie czgsteczki mieszaniny do powstania plazmy, przy mocy
generatora plazmy, korzystnie 80 W. Po procesie uktad odpompowuje sie i wycigga naktadke z reaktora.

Celem wynalazku jest modyfikacja powierzchni naktadek w procesie plazmochemicznym przez
naniesienie powioki prowadzace do ograniczenia zuzycia naktadek, bez potrzeby modyfikacji technolo-
gii ich wytwarzania. Pozwala to unikngé czasochtonnych, generujgcych koszty badan, o niepewnym
rezultacie. Dodatkowo, uzyskuje sie wieksze mozliwosci smarne otrzymanej powtoki, co wynika z réz-
nego udziatu wigzan sp?/sp3 w poszczegolnych jej warstwach atomowych. Warstwy wierzchnie powtoki
sg bogatsze w stany sp2. Takie rozwigzanie w rezultacie ogranicza stosowanie substancji smarnych na
naktadki.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest zwiekszenie odpornosci na zuzycie tribologiczne po-
wierzchni naktadki prowadzgce do wydiuzenia jej czasu eksploatacji. Umozliwia to zmniejszenie cze-
stotliwosci wykonywania prac serwisowych zwigzanych z wymiang zuzytych naktadek.

Zastrzezenia patentowe

1. Plazmochemiczny sposdb nanoszenia powtok na naktadki w zderzakach kolejowych, zna-
mienny tym, ze oczyszczong naktadke wykonang z materiatu kompozytowego na osnowie
polimeru, umieszczong w reaktorze RF CVD odpompowuje sie w uktadzie do prézni (5-10° +
1.10% Tr), poddaje procesowi trawienia jonowego i funkcjonalizacji powierzchni
w czasie 10 minut w temperaturze pokojowej, dozujgc do komory reaktora RF, Ar i pokrywa
powtokg DLC, podlegajaca nastepnie procesowi depozycji w czasie 60 minut, w temperaturze
pokojowej, poprzez dozowanie do komory reaktora RF mieszaniny reakcyjnej CHs, H2, Ar,
przy cis$nieniu w komorze nie mniejszym niz 0.1 Tr, jonizujgc czasteczki mieszaniny gazowej
do powstania plazmy.

2. Plazmochemiczny sposdb nanoszenia powiok wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Zze naktadka
wykonana jest korzystnie z poliamidu6 (PAG6).

3. Plazmochemiczny sposdb nanoszenia powtok wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze po uzy-
skaniu poziomu prézni, korzystnie 1-10-6 Tr, do komory reaktora RF dozuje sie Ar, przeptywa-
jacy z szybkoscig 200 cm3®/min i ci$nieniu w komorze, korzystnie 0.4 Tr, nastepnie z wykorzy-
staniem generatora fal radiowych, korzystnie 13.56 MHz, jonizuje sie czgsteczki do powstania
plazmy argonowej, przy mocy generatora plazmy, korzystnie 10 W.

4. Plazmochemiczny sposéb nanoszenia powlok wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Zze
w procesie depozycji powtoki DLC na powierzchni PA6, do komory reaktora RF dozuje sie
mieszanine reakcyjng CHa, Hz, Ar, 0 stosunku przeptywu CHa/H2/Ar=8/80/50 i ci$nieniu, ko-
rzystnie 0.2 Tr, nastepnie z wykorzystaniem generatora fal radiowych, korzystnie 13.56 MHz,
jonizuje sie czgsteczki do powstania plazmy, przy mocy generatora plazmy, korzystnie 80 W.
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